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e Escreva o seu nome, n° de aluno e curso em todas as folhas que entregar.

Nao ¢ permitido falar com os colegas durante o exame. Se o fizer, terd a prova
anulada. Desligue o telemovel.

Caso opte por desistir, escreva “Desisto”, assine e entregue a prova ao docente.
O exame tem 2 perguntas e a cotacao de cada aparece entre paréntesis.

Faga letra legivel.

Boa sorte!

Todos os transistores bipolares tém B = 100 e V' = 200 V e os transistores de efeito
do campo tém K =200 pA/V> e Vr = 1. Esclareca sempre as respostas com calculos
e/ou figuras.

Pergunta 1 (17 valores)

. o +12V
Analise o circuito ao lado T
a) Determine a polarizagdo do circuito. Esta RO ik
bem polarizado? > Vo
b) Determine o CMRR do circuito. 10kQ % Vit
¢) Determine o consumo de energia em DC do < o—I M1 M2 |—o Vi2
circuito (com ambas as entradas ligadas a

terra).

d) Determine a resisténcia de entrada e a
resisténcia de saida do circuito.

e) Considere que nenhum dos componentes Q1 j——tm
tem capacidade. Adicione componentes ao
circuito de forma a chegar a uma resposta em
frequéncia tipo passa-banda entre 10 Hz ¢ 100 —

kHz quando ligar uma carga de 5 kQ.
f) Faga os Bode plots do circuito desenhado na alinea e)

g) Desenhe um andar de saida (full wave, onda completa) para uma poténcia de 1 W
com uma carga de 8 Q.

h) Os transistores sdo danificados irreversivelmente com temperaturas acima de
150°C. Para baixar o prego do circuito, o andar de saida da alinea g) foi implementado
com transistores com pacote plastico que t€ém uma resisténcia térmica de 100 K/W.
Sera que sdo suficientes para o circuito ou vao queima-lo?

Pergunta 2 (3 valores)
a) Desenhe um circuito que implementa um Schmitt-trigger com intervalo de
comutacao de 0-1 V, tal como mostrado na figura abaixo.

o b) Quais sdo as aplicagdes deste tipo de circuito
OV (Schmitt-trigger)?
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Circuito Ganho Tin Tout
Emissor Comum —R¢/(re + Rg) (6+1)(re + Rg) ~ R¢
Base Comum +Rc/(re+ Rg) (r.//RE) ~ Rc

Colector Comum

+Re/(re+ Re) (B+1)(re+ Re)+ Re Re//[Rs/(B+1) + 1]




